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OEM: Texas Instruments Diode 1N643 Datasheet

1N643
Diffundierte-Silizium-Schaltdiode

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehduse hermetisch abgeschlossen. Hochtem-
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall- und Kontaktanschliissen garantieren guten Kontakt, selbst
bei extremsten Umweltbedingungen.
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Absolute Grenzwerte
* Spitzensperrspannung 175 V
* Richtstrom bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) 40 mA
* StoBstrom fir 1 s (Bem. 2) 05 A
* StoBstrom fur 0,3 5 (Bem. 2) 1A
* Impulsstrom fir 1 ps (Bem. 3) 2 A
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 4) 250 mW
* Arbeitstemperaturbereich —i55 °C bel +150°C
* Lagerungstemperatur —E&5 °C bis +150°C

Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird bei Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinus-Halbwelle) mit Widerstandslast garantiert;
reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C Tu.

2. Dieser Wert gilt bei einem Rechteckimpuls.
3. Dieser Wert gilt fir tp =< 1 ps, Tastverhéltnis < 1%,
4. Lineare Reduzierung auf 150 °C Ty mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min max Einheit
Ummry Durchbruchspannung Ig = 100 A 200 v
*lg  Raststrom Ug =10V 0,025
Ug =100V 1 [re.N
Ugr =10V, Ty = 100 °C ] 11§
Up =100V, Ty=100°C 15 WA,
*Uy FluBspannung Ip = 10 mA 1 v
Schaltzeitkennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen min max Einheit
256-dan, lp = 5 mA, Ug = 40 V, 0,3 WS

ter Sperrverzigerungszeit

HL - 2|3 knl CL - 40 pFl
Erholung auf 200 kQ (Bem. 5)

Bemerkung:

5. Die Sperrverzigerungszeit wird mit 1 ps breiten Impulsen mit einer Taktfolgefrequenz von 100 kHz
gemessen. Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillografen mit 30 MHz Bandbreite sichtbar

gemacht.

* JEDEC registriert.
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